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I- INTRODUCTION

Les composés semi-conducteurs 11-VI du type CdTe sont de
"ELABORATION ET CARAGTERISATION DES COUCHES MINCES DE SnTe". bons absorbeurs de photons solaires, du fait de leur gap

voisin de 1.4 e V., Leur associatiomn avec des semi-conduc-
teurs & petit gap ou des semi-métaux du type SnTe peut
conduire 3 1'élaboration de cellules photovoltaTques de
bon rendement.

Nous envisageons de fabrigquer une cellule de moindre
colt & partir des couches minces polycristallines de qualité.

Le SnTe est un composé IV-VI ; c'est un semi-conduc-
teur & forte conductivité type P et & petit gap : c'est
di 4 la forte concentration de porteurs libres dans le 5Sn.
11 cristallise sous la forme cubique simple de NaCl. La
densité de porteurs I monocristal 4 300° K est
0.4 . 1020cﬁ3 : sa constante de Hall est telle que R, (7 =
Ahmed-A Zahab 250 szfv.sec {a 300°K} [1]. Son énergie de gap est 0.2e V
Laburato?;j-zztétrnrougc [27, paramdtre de veseau est 6.3260 A°® [3].
Montpellier, France

IT- METHODE DE PREPARATION DES COUCHES

La méthode de fabrication des couches que nous avons éla-
borée est 1'évaporation tnermigue sous vide des morceaux
massit du matériau SnTe.
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Dans une enceinte cylindrique de 30 cm de diamétre
et 40 cm de hauteur, o0 régne un vide secondaire de
15% torr . on chauffe le SnTe dans un creuset (cylindri-
que @ - 1 em et h = 3.2 cm) er T.ntale ou en Quarty.

La vapeur SnTe se dépose sur des substrats chauffés
A 150°¢<7 et situés & 17 cm au-dessus du creuset. Ce- subs-
trats sont des lames de verre (1 x 10 x 10 mm3) et des
disques KBr d'épaisseur 0.8 mhet de diamétre de 12 mm.
Nous avons suivi un mode de chauffage tel que la vitesse
de 1'évaporation soit de T'ordre de 0.2 pm/min.

Les épaisseurs de nos tchantillons sont mesurées
sur des clichés obtenus ay microscope électronique & ba-
Vayaye (MEB). Les fractions atomigues en Sn et Te sont
déterminées par des analyses 4 la microsaonde de Castaing.
Des analyses par diffraction des rayons X nous ont donné
des informations sur 1'etat de cristallisation des cou-
ches et leur paramdtre de réseau.,

ITT- PARAMETRES ELECTRIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Pour les mesures de 13 résistivite &lectrique de nos cou-
ches, an a utilisé 1a mithode de quatre contacts et an a
fixtt ces Gchantillons dans un Cr yostat & circulation d'a-
7ofte Tiquide régquld an température entre B0°K et 300°K.

La densité de porteurs Tibres P of Ta mobilite de

Hall sont déduites 3 partir des mesures de la constante
de Hall R
H

Le tablegu 1 donne les essentielles caractéristiques

morphologiques ot flectriques de nos échantillons 4 la tem-
pérature ambiante 300°K.

IV- MODELE DE CONDUCTIVITE

Le graphe ! montre 1a variation de 1a résistivité d'une
couche en fonction de la température.

D'aprés KOBAYASHI, la mobilité de Hall de SnTe mono-
cristal est proportionnelle § T —+- pour les températu-
res plus grandes que 150°K. Pour de telles températures,
Te SnTe prend la structure de Nall, chaque atome est danc
un centre de symétrie d'inversion, 1'interaction entre
porteurs 1ibres et phonons fait disparaitre le porteur de
ce point de symétrie.

En traitant cette interaction comme une perturbation
sur 1'énergie du porteur, KOBAYASHI donne (D(T) sous la

forme
(M s g s
AT 77 T4B
clest-a-dire : (5(T) a1 989,

ol A, B, 3 et b sont des constantes.
Nous remarguons que nos couches suivent tras bien cette
Toi, graphigque 2.( [ R PR B E SRy B T PR [T
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CONCLUSION

Dans notre travail, nous avons réalisea des couches minces
polycristallines de(0.1 ah pm)de S5nTe de caractéristiques
structurales et é&lectriques voisines de celles du monocris-
tal par une méthode d'évaporation thermique de faible cofit
et permettant une bonne reproductibilitéd de fahrication.
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